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ON (57) Abstract: The invention concerns a structure for a reflection lithography mask comprising a receiving support (12) whereon is 
O fixed a reflector (i i) comprising at least one layer, the reflector (11) being fixed to the receiving support (12) in reverse with respect 
toa manufacturing support (10) whereon it has previously been manufactured and which has been removed. 

Q (57) Abrege: L' invention concerne une structure pour masque de lithographie en reflexion comportant un support de reception (12) 
^ sur lequel est fix* un reTlecteur (1 1) comprenant au moins une couche, le nSflecteur (1 1) e'tant fixC au support de reception (12) de 
!> maniere inverse* par rapport a un support de fabrication ( 10) sur lequel il a e*te* prec61emment fabriquC et qui est ensuite eTiminC. 
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STRUCTURE POUR MASQUE DE LITHOGRAPH IE EN REFLEXION ET 
PROCEDE POUR SA REALISATION 

Domaine technique 

La presente invention concerne une 
structure pour masque de lithographie en reflexion, en 
particulier pour la lithographie extreme ultra-violet 
(EUV) . Un tel masque est utilisable notamment pour la 
realisation de circuits integr6s. 

L' invention concerne aussi un* proc£d£ pour 
la realisation d'une structure pour masque de 
lithographie en reflexion. 

Etat de la technique anterieure 

La lithographie ou photo -lithographie est 
le proc£de qui permet de transferer 1 1 image d'un masque 
dans une couche de r<§sine photo-sensible deposee sur un 
6chantillon. Cette 6tape d' insolation d'une resine au 
travers d'un masque, k I' aide d'une source de lumi^re 
et d'un systeme optique, est r^alisee sur un 6quipement 
d6nomme photo-masqueur . Apr&s insolation, la resine est 
revel^e permettant ainsi d'obtenir sur 1 ' £chantillon un 
masque de resine qui servira pour les etapes 
n^cessaires k la realisation de dispositif micro- 
electronique (masque k la gravure, masque au depot ou 
masque a 1 ' implantation ionique) . 

Les progres de la lithographie optique ont 
ete le facteur-cle de la croissance de 1'industrie des 
circuits integr^s (CI) toutes ces dernieres annees, le 
principal vecteur d' amelioration etant 1 ' utilisation 
d'une longueur d'onde de plus en plus courte pour 
1' insolation des r£sines. Ainsi, la lithographie est 
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passee de 365 nm a 248 nm et aujourd'hui 193 nm, la 
diminution de la longueur d'onde permettant de r^duire 
les dimensions critiques des CI jusqu'a atteindre des 
dimensions de 1'ordre du dixi'eme de um. Ces progr^s 
techniques et la disponibilite, a temps, des 
equipements de production pour la photo-lithographie, 
des masques et des r^sines ont permis, depuis 30 ans # a 
l'industrie de la micro-eiectronique de poursuivre sa 
croissance conf ormement a la loi de Moore. 

Cependant, la poursuite de la 

miniaturisation des circuits integres avec des motifs 
sub-0,1 urn necessite une nouvelle approche 
technologique en rupture avec la lithographie optique. 
En effet, les materiaux refractifs couramment utilises 
pour la lithographie optique deviennent trop absorbants 
pour les longueurs d'onde infer ieures a 190 nm. 
Diff^rentes solutions regroupees sous le nom de 
nouvelle generation lithographie (New Generation 
Lithography en anglais ou NGL) ont ete propos£es . 
L'enjeu est capital pour l'industrie des semi- 
conducteurs . 

Parmi les NGL, la Lithographie Extreme 
Ultra-violet (EUV) utilisant des longueurs d'onde 
comprises entre 10 et 14 nm (rayonnement X mou) est une 
des voies les plus prometteuses . A ces courtes 
longueurs d'onde, une resolution infer ieure & 0,1 ym 
peut etre obtenue, tout en gardant une ouverture 
numerique faible et une profondeur de champ superieure 
£ 1 urn. Cette technologie peut satisfaire plusieurs 
generations technologiques sub-0,1 \xm jusqu'a la 
generation 2 56 Gbit prevue en production en 2012 par la 
Semiconductor Industry Association (SIA) . La 
lithographie EUV est la solution choisie en priorite 
par 1 'association internationale des industries des 
semi-conducteurs (International Sematech) . Des travaux 
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importants sont en cours a ce sujet aux Etats-Unis, au 
Japon et en Europe. 

Les defis technologiques poses par la mise 
en oeuvre d'une lithographie dans l'extreme ultra-violet 
concernent particuli^rement cinq aspects : la source de 
rayonnement EUV, I'optique de projection du photo- 
masqueur, les masques, les procedes resine et la 
metrologie associ^e au developpement des optiques et 
des masques . 

Contrairement aux masques actuels de 
lithographie optique (masques en transmission realises 
par un dep6t de chrome sur un support en quartz) un 
masque pour la lithographie EUV est un masque en 
reflexion et non plus en transmission. 

La figure 1 est une vue en coupe 
transversale d'un masque EUV selon l'art connu. Ce 
masque se compose d'un substrat 1 sur lequel est depose 
un revetement r^flecteur 2 qui est & son tour recouvert 
d'une couche absorbante 3. Le motif k projeter sur la 
resine & insoler est form6 sur le masque par gravure de 
la couche absorbante 3. Ainsi, seules les zones gravees 
4 seront r6f lechissantes et viendront s • inscrire lors 
de la projection lithographique comme indique par les 
f leches sur la figure 1. 

Le substrat 1 peut etre une plaquette de 
silicium de 200 mm de diametre . D'autres substrats 
peuvent etre envisages afin de tenir compte des 
probl&mes de stability sous flux lumineux, par exemple 
un verre a faible coefficient de dilatation. 

Le reflecteur 2 est constitu6 d'un 
empilement de multicouches . Un grand facteur de 
reflexion est obtenu a I'aide d'une structure 
interf £rentielle de multicouches et par le bon choix 
des materiaux constituant les multicouches. Le 
molybdene et le silicium offrent de bonnes performances 
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a la longueur d'onde de 13 nm et des facteurs de 
reflexion superieures a 65% peuvent etre obtenus avec 
environ une quarantaine de multicouches, chaque 
multicouche etant form£e d'une couche de molybd^ne et 
d'une couche de silicium. D'autres couches de materiaux 
sont envisageables coxnme par exemple Mo/Be ou encore 
Ru/Be. 

La couche absorbante 3 doit etre absorbante 
dans la gamme spectrale de l'EUV, notamment autour de 
13 nm. Les materiaux utilisables pour la constituer 
sont nombreux. Les materiaux utilises, en micro- 
61ectronique (comme Ti, Ta, TaSi, TiW, W, Cr, TiN, Al) 
sont preferes. Pour une optique ayant un facteur de 
reduction de 4, la taille du motif grave dans la couche 
absorbante sera quatre fois plus grande que le motif 
insol6 sur le circuit. On parle de reticule a 1 ' echelle 
4X. 

Pour tenir les specifications liees a 
l'6tape d' insolation, c'est-^-dire imprimer sur la 
resine insolee un motif de bonne definition 
geometrique, conservant les dimensions souhaitees sur 
toute la zone insolee et sans defauts, la realisation 
du masque doit r^pondre a certaines conditions. Le 
masque doit posseder une excellente plan<§it£, avec 
typiquement des valeurs de deformation inf£rieures a 
0,4 vim pour un diametre de 200 mm. Son coefficient de 
reflexion doit etre suffisant pour garantir la dose de 
rayonnement EUV necessaire a 1 ' insolation, soit un 
coefficient de reflexion superieur a 60%. La couche 
absorbante doit etre realis6e (depot et gravure) 
conformement k la geom^trie souhaitee. Le taux de 
defauts en surface du masque doit etre extremement 
faible, de 1 ' ordre de quelques 10' 3 defauts /cm 2 , pour 
des defauts de dimensions 6gales ou superieures a 50 nm 
environ. Le multicouche et la couche absorbante qui 
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constituent le masque sont situes au plan objet du 
systeme optique. En consequence, toute variation 
significative de phase ou d' amplitude du champ reflechi 
par le masque peut potentiellement etre replique par le 
proc6d£ de lithographie et peut ainsi imprimer un 
defaut redhibitoire dans la resine. S'il existe des 
procedes pour reparer les defauts de la couche 
absorbante, il n' existe pas de solution satisf aisante 
pour reparer les defauts dans le multicouche 
reflecteur. Cette derniere condition reste le prpbleme 
majeur pour la maitrise de la realisation .des masques. 
Les meilleurs resultats obtenus sont de quelques 10~ 2 
defauts /cm 2 . 

Les specifications des masques, en terme de 
controle de forme et de defauts, impliquent la maitrise 
technologique de toutes les etapes de realisation de 
celui-ci. L ' elaboration des masques se fait en deux 
grandes Stapes : 

- la realisation du substrat reflecteur 
multicouche appeie "mask blank" dans la litterature 
sp^cialisee anglo-saxonne, 

- la realisation du reticule (appeie "mask 
patterning" en anglais), c'est-a-dire la realisation de 
la couche absorbante gravee sur le substrat reflecteur 
multicouche. 

Plusieurs approches ont et6 propos£es pour 
la realisation des masques : un proc^de par gravure 
directe de la couche absorbante, un procede par lift- 
off (voir 1' article de H. KINOSHITA et al . , "Mask 
technology of extreme ultraviolet lithography", SPIE 
vol. 3412, 358-368) et un procede de type damascene. 

Le procede par gravure directe de la couche 
absorbante comprend les etapes de base suivantes : 

- depot du multicouche reflecteur sur un 

substrat, 
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- depots eventuels de couches de protection 
et/ou tampon (couches intermediaires) , 

- depot de la couche absorbante par un 
procede similaire a celui du depot d'une couche 
m^tallique en micro-electronique, 

- £tape de lithographie (etalement d'une 
resine, insolation, d^veloppement ) pour delimiter les 
zones a graver, 

- gravure selective de la couche 
absorbante, des couches intermediaires pouvant etre 
necessaires entre la couche absorbante et le 
multicouche reflecteur pour permettre la gravure 
selective et proteger le multicouche, 

- elimination partielle ou totale par 
gravure des couches intermediaires, en fonction de la 
nature desdites couches et de leur transparence k la 
longueur d'onde utilis£e, dans les zones gravees de la 
couche absorbante. 

Le procede de type damascene comprend les 
etapes suivantes : 

- depot du multicouche recepteur sur un 

substrat , 

- depot et gravure d'une autre couche, 

- depot de la couche absorbante et 
elimination de ladite couche au-dessus des motifs non 
graves de la couche precedente. 

La difficulte majeure des procedes actuels 
reside dans la presence de defauts a la surface du 
multicouche reflecteur dont la dimension est sup^rieure 
k une dimension critique. Ces defauts trouvent leurs 
origines : 

- dans des defauts de croissance lies a des 
defauts ou des imperfections du support (substrat) , 

- dans des defauts gen£r£s au cours de 
1 1 elaboration de 1 1 empi lenient multicouches (pollution 
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par des particules au cours du depot ou des defauts de 
croissance a chaque interface du multicouche) . 

Les defauts des couches minces, et des 
multicouches a fortiori, peuvent etre generes par de 
tr6s petits defauts. La dimension des defauts croit, 
par effet d'ombrage, avec l'epaisseur de depot les 
recouvrant a mesure de 1 1 Elaboration du multicouche. 
Inities sur des defauts de dimension non critique, les 
defauts peuvent en surface depasser la dimension 
critique. La dimension critique va dependre de 
1 •application. 

La figure 2 est une vue en coupe 
transversale d'un substrat 5 recouvert d'une succession 
de couches destinees a constituer le multicouche 
reflecteur 6 d'un masque selon l'art connu. Les 
references 7 et 8 repr£sentent des defauts initialement 
de dimensions non critiques et qui se sont developpes 
jusqu'a depasser la dimension critique. 

Expose de 1 ' invention 

Pour remedier a ce probl&ne de l'art 
anterieur, il est propose selon la presente invention 
d'inverser la structure du multicouche de sorte que la 
premiere couche du multicouche (celle rEalisee en 
premier lors de son elaboration) soit celle positionnEe 
en face avant (face 6clairee) dans la structure finale 
du masque et non le contraire comme dans les structures 
de l'art connu. L'avantage de cette solution est que 
les defauts apparents en surface de la structure finale 
du masque seront plus petits et moins nombreux. La 
perturbation par les defauts de l'onde reflechie va 
etre reduite. Et ceci du fait que, dans un systfeme 
reflecteur de multicouches interf erentielles, la 
contribution a la reflexion totale des differentes 
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ondes reflechies par chaque interface du multicouche 
decroit a mesure que 1' interface consideree est situee 
loin de la surface. 

Un premier objet de 1 'invention est 
constitue par une structure pour masque de lithographie 
en reflexion comportant un support de reception sur 
lequel est fixe un reflecteur comprenant au moins une 
couche, le reflecteur etant fixe au support de 
reception de maniere inversee par rapport a un support 
de fabrication sur lequel il a ete precedemment 
fabrique. 

De preference, le reflecteur est un 
multicouche, par exemple forme d'une alternance de 
couches de molybd^ne et de silicium. D'autres materiaux 
de l'art ant^rieur peuvent bien sur etre utilises. 

Le reflecteur peut etre fixe au support de 
reception par 1 ' intermediate d'une couche d' adherence. 

Si le reflecteur a ete fabrique sur un 
support de fabrication recouvert d'une couche 
absorbante pour la longueur d'onde de la source de 
rayonnement de lithographie utilise, le reflecteur et 
la couche absorbante peuvent etre fixes au support de 
reception de maniere inversee par rapport au support de 
fabrication. Eventuellement , la couche absorbante 
recouvrant le support de fabrication est une couche 
grav6e selon un motif de masque desire. 

Ainsi, les motifs de la couche absorbante 
de la structure pour masque selon 1' invention peuvent 
etre realises selon les procedes directs ou de type 
damascene definis precedemment. Ces motifs peuvent etre 
realises soit avant la formation du reflecteur sur le 
support de fabrication comme indique ci-dessus, soit 
apres la formation du reflecteur et son transfert sur 
le support de reception. 
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Le support de reception peut etre un 
substrat de silice vitreuse ou d'un autre materiau k 
faible coefficient de dilatation. 

Un deuxieme objet de 1' invention est 
constitue par un procede de realisation d'une structure 
pour masque de lithographie en reflexion, caracterise 
en ce qu'il comporte les etapes suivantes : 

- realisation d'un reflecteur sur un 
support de fabrication, 

- fixation d'un support de reception sur le 

reflecteur, 

- elimination au moins partielle du support 

de fabrication. 

Le reflecteur peut etre realise sous forme 

d'un multicouche. 

Le procede peut comprendre une etape 

preliminaire de formation d'une couche absorbante, pour 

la longueur d'onde de la source de rayonnement de 

lithographie utilise^ sur le support de fabrication 

avant la realisation du reflecteur. 

La fixation du support de reception sur le 

reflecteur peut se faire par adhesion moleculaire. 

Avantageusement, une couche d' adherence est utilisee 

pour fixer le support de reception sur le reflecteur. 

Selon une variante de mise en ceuvre, 

1' elimination du support de fabrication s'effectue par 

amincissement mecanique et/ou mecano-chimique et/ou 

chimique. Eventuellement , le support de fabrication 

etant pourvu, cote reflecteur, d'une couche d' arret, 

1' amincissement s'effectue jusqu'au contact avec la 

couche d' arret. L * elimination du support de fabrication 

utilisant 1 ' amincissement mecanique, celui-ci peut §tre 

arrete avant elimination complete du support de 

fabrication, 1 ' elimination etant poursuivie ensuite par 

voie chimique. 
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Selon une autre variants de mise en oeuvre, 
le support de fabrication comportant, cote r£flecteur, 
une couche sacrif icielle, 1 ' elimination du support de 
fabrication se fait par gravure selective de la couche 
sacrif icielle . 

Selon encore une autre variante de mise en 
ceuvre* le support de fabrication est un substrat dont 
une face, destinee a etre situee cot£ reflecteur, a ete 
implantee par des esp^ces gazeuses afin de former une 
couche de microcavites dans le substrat et a proximite 
de la face implantee, 1 ' elimination du. support de 
fabrication comprenant 1 ' application d'un recuit et/ou 
de force mecanique pour obtenir le clivage du substrat 
de fabrication le long de la couche de microcavites. II 
subsiste alors un film mince. La couche d' arret ou le 
film mince peuvent etre ensuite elimines totalement ou 
partiellement suivant les variantes. de 1' invention, 
c ' est-ci-dire totalement dans le cas ou le transfert sur 
le support de reception se fait avec les motifs 
absorbants et totalement ou partiellement dans le cas 
ou les motifs absorbants sont realises apres transfert 
de la couche de reflexion. 

Breve description des dessins 

L' invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularites apparaitront & la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe 
transversale d'un masque EUV selon l'art connu, 

- la figure 2 est une vue en coupe 
transversale d'une structure pour masque de 
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lithographie en reflexion selon l'art connu ou des 
defauts sont mis en evidence, 

- les figures 3A a 3C illustrent, dans son 
principe, le procede de realisation d'une structure 
pour masque de lithographie en reflexion selon 
1 ' invention, 

- les figures 4A a 4C illustrent une 
premiere variante du proced£ de realisation d'une 
structure pour masque de lithographie en reflexion 
selon 1' invention, 

- les figures 5A a 5H illustrent une 
deuxi^me variante du procede de realisation d'une 
structure pour masque de lithographie en reflexion 
selon 1 ' invention . 

Description detaillee de modes de realisation de 
1 1 invention 

Le principe du procede de realisation selon 
1' invention d'une structure pour masque de lithographie 
en reflexion est pr£sent£e aux figures 3A a 3C. 

La figure 3 A montre, en coupe 
transversale, un support de fabrication 10 recouvert 
sur l'une de ses faces principales par un reflecteur 11 
constitue d'une ou de plusieurs couches. Le reflecteur 
presente une face libre sur laquelle est fixe un 
support de reception 12 (voir la figure 3B) . Apr£s 
Elimination du support de fabrication, comme le montre 
la figure 3C, on obtient un support de reception 12 
auquel est fixe le reflecteur 11. 

En fonction de sa constitution, le support 
de fabrication peut etre elimine de plusieurs manieres 
differentes. Si ce support est monolithique, il peut 
§tre elimine par abrasion ou par polissage m^cano- 
chimique. Si ce support comporte, cot£ reflecteur, une 
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couche sacrif icielle apte a etre gravSe sSlectivement 
par rapport aux autres elements de 1 1 assemblage 
represents a la figure 3B, cette couche sacrif icielle 
peut etre gravee selectivement pour recuperer le reste 
du support de fabrication. Si le support de fabrication 
comporte une zone de clivage obtenue par implantation 
ionique selon 1 ' enseignement du document FR-A- 
2 681 472, un traitement thermique adapts et/ou 
1 'utilisation de force mecanique permet la separation 
de la majeure partie du support de fabrication, le film 
mince subsistant sur le reflecteur pouvant- itre ensuite 
enleve, totalement ou partiellement , ou conserve. 

Les figures 4A k 4C sont des vues en coupe 
transversale qui illustrent une premiere variante du 
procSde selon 1' invention. 

La figure 4A montre un support de 
fabrication 20 par exemple en silicium, d'£paisseur 
500 urn environ. II s'agit d'une plaquette utilis^e 
couramment en micro-Slectronique et qui regoit un 
nettoyage standard. Une couche 21 de Si02 thermique de 
200 run d'epaisseur est fabriquS A la surface du support 
20. Cette couche 21 sert de couche d' arret. Elle est 
particuli^rement utile si un amincissement mecanique ou 
mScano-chimique est utilise par la suite pour eliminer 
le support de fabrication. 

On procede ensuite au depot du rsflecteur 
22 sur la couche d'arr§t 21. Le reflecteur 22 est par 
exemple constitue de 40 paires de couches Mo/Si en 
commengant et en finissant par une couche de silicium. 

II peut etre avantageux de deposer alors 
une couche d' adherence 23 sur 1 1 empilement . Cette 
couche d' adherence 23 est par exemple une couche de 
Si0 2 de type TEOS . 

Comme cela est visible sur la figure 4B, un 
support de reception 24 est coll6 sur la face libre de 
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la couche d'adherence 23. Le support de reception 24 
peut etre un substrat de silice vitreuse ultra-pure a 
rugosite inferieure a 0,5 nm RMS (valeur quadratique 
moyenne) . Avant le collage, un nettoyage du type 
hydrophile est par exemple effectue, le collage 6tant 
obtenu par adhesion mol£culaire. Les forces de collage 
sont suffisantes des la temperature ambiante. 
Cependant, il est avantageux d'effectuer un recuit a 
150 °C pendant 4 heures, ce recuit devant etre 
compatible avec le reflecteur. L'energie de collage 
apres ce traitement et une bonne preparation hydrophile 
de la surface est de 400 mJ/m 2 . Cette energie de 
collage est compatible notamment avec une Elimination 
du support de fabrication par amincissement mecanique 
ou mecano-chimique . 

Le support de fabrication 20 est ensuite 
elimine, par exemple par amincissement mecanique ou 
mecano-chimique avec arret sur la couche d' arret 21. 
Dans le cas de 1 ' amincissement mecanique, il est 
preferable d'arreter 1* operation d' amincissement avant 
Elimination complete du support de fabrication et de 
terminer par un amincissement chimique. Pour un support 
de fabrication en silicium, 1 ' amincissement chimique 
peut etre obtenu en utilisant de l'hydroxyde de 
tetramethylammonium (TMAH) ou KOH. On obtient la 
structure representee a la figure 4C. 

La structure obtenue peut alors recevoir, 
sur la couche d' arret 21, une couche absorbante qui 
sera ensuite gravee, la couche d' arret 21 etant alors 
gravee selon les memes motifs. Selon une autre 
variante, la couche d' arret 21 est eliminee avant depot 
et gravure de la couche absorbante. 

L' amincissement du support de fabrication 
peut egalement etre realise en utilisant le procede 
divulgue par le document FR-A-2 681 472. Dans ce cas, 
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la face du support de fabrication devant etre situee du 
cdt£ du reflecteur subit au prealable une implantation 
ionique, par exemple selon une dose de 1,5 • 10 17 H/cm 2 
afin de creer une couche de microcavites A 1 ' interieur 
du support de fabrication et pres de sa face implant^e. 
L ' amine is semen t du support de fabrication pourra etre 
ensuite obtenu par un recuit a 150°C pendant 4 heures 
suivi de 1 ' application d'une force mecanique pour 
achever le clivage du support. L'interet • de cette 
technique est la possibility de s'affranchir de la 
couche d' arret. Apres le clivage, un polissage mecano- 
chimique permet £ventuellement de retrouver une bonne 
rugosit^ de surface du film mince laisse sur la 
structure par le support de fabrication si on desire 
conserver ce film mince. De la meme fagon que la couche 
d' arret, le film mince peut etre conserve ou elimine 
totalement ou partiellement . 

Lies figures 5A a 5H sont des vues en coupe 
transversale qui illustrent une deuxieme variante du 
proc£d£ selon 1* invention. 

La figure 5A montre un support de 
fabrication 30 recouvert d'une couche d'arret 31 qui 
peuvent etre identiques aux elements correspondants 
decrits dans le premier exemple de realisation. Sur la 
couche d' arret 31, on depose une couche 32 de silicium 
polycristallin d'une epaisseur d' environ 200 nm et 
destin6e k d^finir le motif de la couche absorbante. 

Par des techniques connues de I'homme du 
metier, la couche 32 est gravee. La figure 5B montre 
des zones 33 gravees dans la couche 32 et rev^lant la 
couche d' arret 31. 

Comme le montre la figure 5C, une mince 
couche 34, qui est une autre couche d' arret en Si0 2 , 
est ensuite deposee. La couche d'arr§t 34 recouvre la 
couche grav£e 32 et les parties revelees de la couche 
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d'arrSt 31 en epousant la forme de la couche gravee 32. 
Une couche 35 de tungst&ie destinee a const ituer la 
couche absorbante est ensuite d£pos6e sur la couche 
d 1 arret 34 en epousant sa forme, c'est-a-dire que du 
tungstene se trouve dans les parties gravees de la 
couche 32. 

Ensuite, on procede a un polissage mecano- 
chimique de la couche de tungstene 35 jusqu'a la couche 
d' arret 34 qui est ensuite eliminee au-dessus de la 
couche 32. Le resultat obtenu est visible sur la figure 
5D. 

On proc&de ensuite au dep6t du reflecteur 
3 6 sur l'empilement obtenu precedemment (voir la figure 
5E) . Le reflecteur 36 est par exemple constitue de 40 
paires de couches Mo/Si en commenQant et en finissant 
par une couche de silicium. 

Un support de reception 37 est ensuite 
colle sur le reflecteur 36. Le collage est 
avantageusement obtenu par adhesion mol£culaire mais 
peut aussi etre realise a partir d'une substance 
adhesive. Le support de reception peut etre un substrat 
de silice vitreuse ultra-pure. Le resultat obtenu est 
visible sur la figure 5F. 

Le support de fabrication est ensuite 
elimine. Cette elimination peut etre realisee de la 
meme maniere que pour la premiere variante du procede 
selon 1' invention. Le resultat obtenu est visible sur 
la figure 5G. 

L* Elimination du support de fabrication 
revele la couche d* arret 31 qui est ensuite eliminee 
comme pour la premiere variante du procede selon 
1' invention. Cette elimination peut inclure la partie 
de la couche d'arr£t 34 encore presente sur la couche 
absorbante 35. La couche 32 restante peut alors etre 
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eliminee ou conserve en fonction de ses proprieties 
optiques pour d^gager le reflecteur 36. 

La realisation du multicouche reflecteur 
sur un support de fabrication qui n'est pas le support 
final procure un certain nombre d'avantages. Un premier 
avantage est de realiser le multicouche sur un substrat 
de silicium dont on maitrise bien les proced^s de 
nettoyage. L' invention permet ensuite le transfert de 
la partie active du masque sur un support en verre k 
faible coefficient de dilatation, par exemple un verre 
de silice, en ZERODUR® commercialise par Schott ou en 
ULE® commercialise par Corning, ou encore en SiC. Le 
proc£de de realisation du multicouche mis au point sur 
un support ne n^cessite pas d' adaptation si un autre 
support final est choisi pour le masque. 

L' invention permet de realiser la couche 
absorbante, et eventuellement de la graver, sur le 
support de fabrication sans contrainte technologique 
due a la presence du multicouche. II n'y a par exemple 
pas de contrainte en temperature imposee par le 
multicouche dont les performances optiques sont 
d6terior£es au delk d'une temperature qui depend du 
type d'empilement (pour un empilement Mo/Si, la 
temperature limite est de 200°C) . L ' invention procure 
aussi une plus grande latitude dans le choix des 
procedes pour realiser la couche absorbante et sa 
gravure . 
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REVINDICATIONS 

1. Structure pour masque de lithographie en 
reflexion caracterisee en ce qu'elle comporte un 
support de reception (12,24,37) sur lequel est fix£ un 
reflecteur (11,22,36) comprenant au moins une couche, 
le reflecteur etant fix£ au support de reception de 
maniere inversee par rapport a un support de 
fabrication (10,20,30) sur lequel il a ete precedemment 
f abrique . 

2. Structure selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que le reflecteur (11,22,36) est un 
multicouche. 

3. Structure selon la revendication 2, 
caracterisee en ce que le multicouche est forme d'une 
alternance de couches de molybdene et de silicium. 

4. Structure selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que le reflecteur (22) est fixe au 
support de reception (24) par 1 ' intermediaire d'une 
couche d' adherence (23). 

5. Structure selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que le reflecteur (36) ayant et£ 
f abrique sur un support de fabrication (30) recouvert 
d'une couche absorbante (32) pour la longueur d'onde de 
la source de rayonnement de lithographie utilise, le 
reflecteur (36) et la couche absorbante (32 1 peuvent 
etre fixes au support de reception (37) de maniere 
inversee par rapport au support de fabrication (30) . 

6. Structure selon la revendication 5, 
caracterisee en ce que la couche absorbante (32) 
recouvrant le support de fabrication (30) est une 
couche gravee selon un motif de masque desire. 

7. Structure selon 1 1 une quelconque des 
rev endications 1 & 6, caracterisee en ce que le support 
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de reception (12,24,37) est un substrat de faible 
coefficient de dilatation. 

8. Procede de realisation d'une structure 
pour masque de lithographie en reflexion, caracteris£ 
en ce qu'il comporte les etapes suivantes : 

- realisation d'un reflecteur (11,22,36) 
sur un support de fabrication (10,20,30), 

- fixation d'un support de reception 
(12,24,37) sur le reflecteur, 

- elimination au moins partielle du support 
de fabrication. 

9. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que le reflecteur (11,22,36) est 
realist sous forme d'un multicouche. 

10. Procede selon 1 ' une des revendications 
8 ou 9, caracterise en ce qu'il comprend une etape 
preliminaire de formation d'une couche absorbante (32), 
pour la longueur d'onde de la source de rayonnement de 
lithographie utilise, sur le support de fabrication 
(30) avant la realisation du reflecteur (36) . 

11. Procede selon la revendication 8, 
caracteris6 en ce que la fixation du support de 
reception (12,24,37) sur le reflecteur (11,22,36) se 
fait par adhesion moleculaire 

12. Procede selon la revendication 11, 
caracterise en ce qu'une couche d' adherence (23) est 
utilisee pour fixer le support de reception (24) sur le 
reflecteur (22) . 

13. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que 1 ' elimination du support de 
fabrication s'effectue par amincissement mecanique 
et/ou mecano-chimique et/ou chimique. 

14. Procede selon la revendication 13, 
caracterise en ce que, le support de fabrication (30) 
etant pourvu,- cote reflecteur (36), d'une couche 
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d'arret (31), 1 • amincissement s'effectue jusqu'au 
contact avec la couche d'arret. 

15. Procede selon la revendication 13, 
caracterise en ce que, 1 ' elimination du support de 
fabrication utilisant 1 1 amincissement m^canique, 
1' amincissement m£canique est arrete avant elimination 
complete du support de fabrication, 1 ' elimination etant 
poursuivie ensuite par voie chimique. 

16. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que le support de fabrication 
comportant, cote reflecteur, une couche sacrif icielle, 
1 1 elimination du support de fabrication se fait par 
gravure selective de la couche sacrif icielle . ' 

17. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que le support de fabrication est un 
substrat dont une face, destinee a etre situ£e cot£ 
reflecteur, a €t€ implantee par des especes gazeuses 
afin de former une couche de microcavites dans le 
substrat et k proximity de la face implantee, 
1 ' elimination du support de fabrication comprenant 
1* application d'un recuit et/ou de force mecanique pour 
obtenir le clivage du substrat de fabrication le long 
de la couche de microcavites. 
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